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Description 

La presente invention concerne un dispositif 
photosensible comport ant entre les detecteurs 
des zones opaques au rayonnement a detecter. 5 
Elle concerne egalement un procede de 
fabrication d'un tel dispositif 

Les detecteurs dont it est question sont 
generalement des photo-diodes ou des photo- 
MOS, in teg res dans un meme substrat semi- 10 
conducteur. 

Comme cela a ete explique dans la demade de 
brevet EP-A-0 024 970 au nom de THOMSON- 
CSF, dans certaines applications, on est conduit a 
diminuer les dimensions des detecteurs. II arrive 15 
alors que Ton constate "un effet de bord", c'est- 
a-dire que la zone sur laquelle le rayonnement 
recu par un detecteur produit ses effets devienne 
sensiblement superieure a la surface du 
detecteur, ce qui limite la dimension minimale 20 
que Ton peut consacrer a chaque detecteur. 

Cet "effet de bord" se manif este notamment 
dans les substrats semi-conducteurs sensibles au 
rayonnement infra-rouge. II s'agit soit de 
materiaux binaires tels que I'antimoniure 25 
d'indium, In Sb, le tellure de plomb, Pb Te..., soit 
de materiaux ternaires tels que le tellurure de 
mercure et de cadmium, Cd Hg Te ou le tellurure 
d'etain et de plomb, Pb Sn Te. On observe cet 
"effet de bord" d'une facon plus generate 30 
lorsqu'bn utilise un substrat semi-conducteur a 
haute mobilite; c'est ainsi le cas par exemple des 
semi-conducteurs, constitues de composes des 
families III et V, tels que I'arseniure de gallium. 
As Ga, ou le phosphure d'indium, P In. 35 

Pour combattre cet "effet de bord", tout en 
conservant aux detecteurs de faibles dimenisons, 
diverses solutions ont ete utilisees dans Tart 
anterieur pour creer entre les detecteurs des 
. zones opaques au rayonnement a detecter. 40 

Dans la demade de brevet EP-A-0 024 970 deja 
citee. on utilise comme masque pour realiser ces 
zones opaques, la resine photosensible - 
reference 3 sur les figures 1 et 2 de ce brevet- 
servant a delimiter les zones reservees aux * 45 
photo-diodes mesa. Cette solution presente les 
inconvenients suivants: 

- la geometrie des zones recouvertes de resine 
photosensible determine imperativement les 
dimensions des zones opaques et celles des SO 
detecteurs; 

- on depose une couche mince 5, opaque au 
rayonnement, par exemple par evaporation. II 
peut s'agir d'une couche d'isolant, mais ce depot 

fait que I'isolant est charge electriquement et que 55 
les jonctions photo-voltaTques des detecteurs ne 
sont pas stabilisees electriquement au maximum; 

- comme le depdt des couches opaques au 
rayonnement se fait par auto-indexation sur les 

zones recouvertes de resine photosensible, II est 60 
impossible de cacher les bords des jonctions. Les 
detecteurs presentent done une sensibilite 
accrue sur les bords des jonctions, ce qui est un 
inonvenient. 

Une autre solution connue de Tart anterieur est 65 



de realiser des electrodes dites de champ. 

Dans ce cas, on realise des jonctions dans le 
substrat semi-conducteur que Ton recouvre 
d'oxyde. Par des fenetres percees a travers 
I'oxyde, on depose des electrodes en contact 
avec le substrat. Ces electrodes sont soumises a 
un potentiel et en meme temps leur geometrie 
determine celle des zones opaques au 
rayonnement separant les detecteurs. 

L'inconvenient <ie cette solution, ce sont les 
risques de claquage de I'oxyde, qui est intercale 
entre le substrat semi-conducteur et I'electrode 
de champ qui sont portes a des potentiels 
differents. 

La presente invention concerne un dispositif 
photosensible comportat entre les detecteurs des 
zones opaques au rayonnement qui supprime les 
inconvenients, des solutions connues de I'art 
anterieur. 

La presente invention concerne un dispositif 
photosensible component des detecteurs 
integres dans un meme substrat semi-conducteur 
avec, entre les detecteurs, des zones opaques au 
rayonnement a detecter, caracterise en ce que la 
surface du substrat est recouverte des trois 
couches suivantes; 

- une premiere couche d'oxyde anodique qui 
recouvre toute la surface du substrat; 

- une deuxieme couche, constitute par au 
moins une couche de metal opaque au 
rayonnement a detecter, qui ne recouvre que 
lesdites zones opaques au rayonnement; 

- une troisieme couche en materia u 
dielectrique recouvrant toute la surface. 

Le dispositif selon I'invention n'est pas obtenu 
par auto-indexation comme c'est le cas pour le 
dispositif de la demande EP-A-0 024 970. 
L'invention permet de faire varier sans difficulty 
la surface des detecteurs photosensibles. 

L' utilisation d'une premiere couche d'oxyde 
anodique recouvrant tout le substrat semi- 
conducteur permet une stabilisation parfaite des 
jonctions photo-voltaTques. Cela tient aux 
qualites propres aux oxydes anodiques; en 
particulier, it suffit d'une couche d'oxyde de 
faible epaisseur, d'environ 10 a 60 nm (100 a 600 
A) par exemple, pour obtenir ces resultats. 

Dans le dispositif selon l'invention, on peut 
sans difficulte recouvrir les bords des jontions, 
car la premiere couche isolante s'etend sur tout 
le substrat et la deuxieme couche, opaque au 
rayonnement a detecter, est gravee par photo- 
lithogravure, ce qui permet de choisir librement 
les zones ou Ton desire con server cette deuxieme 
couche. 

Dans le dispositif selon l'invention, il n'y a pas 
de risque de claquage de la premiere couche 
isolante car la deuxieme couche metallique ne 
recoit pas de tension et se trouve recouverte par 
une couche isolante. 

Enfin, un avahtage du dispositif selon 
l'invention est' que les zones opaques au 
rayonnement presentent une surface isolante que 
Ton peut utiliser sans risque de court-circuit pour 
le passage de diverses connexions. 
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Das un exempte d'utilisation bien determine, le 
dispositif selon I'invention per met de rapprocher 
deux photodiodes a 50 um Tune de I'autre sans 
trop de probleme d'intermodulation, alors que 
dans I'art anterieur il faut au moins 100 urn Ces 5 
chiffres correspondent a I'exemple d'un substrat 
semi-conducteur en antimoniure d'indium, de 
type N, place £ 77 degres Kelvin, comprenant 
5.1 0 15 porteurs de charges majoritaires par 
centimetre cube, pour lequel a duree de vie des 10 
trous est d'environ 2.10 7 secondes, leur mobilite 
est d'environ 4000 cm 2 par Volt et par seconde, 
ce qui correspond d un coefficient de diffusion 
denviron 26 cm 2 par seconde et a une longueur 
de diffusion Lp d'environ 23 um. On admet dans 15 
cet exemple une loi de decroissance du signal en 
fonction de la distance x au point d'absorption 
d'un photon de la forme: I * | 0 ,e- x / L P. A une 
distance de 60 Jim du bord d'une jontion, le signal 
est encore egal a 0,07. 1 0 ; le dispositf selon 20 
I'invention permet done de rapprocher deux 
photodiodes a 50 ujn Tune de I'autre sans 
probleme. 

' Le meme exemple pourun substrat 

d'antimoniure d'indium de type P montre que'a 25 

une distance de 60 u.m, du bord d'une jonction, le 

signal est pratiquement nul. Le dispositif selon 

I'invention permet dans ce cas de rapprocher 

deux photo-diodes de 15 um Tune de I'autre 

environ. 30 

Le dispositif selon I'invention permet done 
d'augmenter la resolution par rapprochement des 
detecteurs, tout en limitant le couplage optique 
entre les detecteurs, 

D'autres objets, et caracteristiques et resultats 35 
de I'invention ressortiront de la description 
suivante, donne h titre d'exemple non limitatif et 
illustree par les figures 1a a e et 2a a e qui 
representent diverses etapes d'un procede de 
fabrication d'un mode de realisation d'un 40 
dispositif selon I'invention, dans le cas d'une 
structure mesa sur les figures 1a d e et das le cas 
d'une structure planar sur les figures 2a d e. 

Sur les differentes figures, les memes reperes 
designent les memes elements, mais, pour des 45 
raisons de clarte, les cotes et proportions de 
divers elements ne sont pas respectees. 

Sur les figures 1a d e, on a represents diverses 
etapes d'un procede de fabrication d'un mode de 
realisation d'un dispositif selon I'invention. 50 

On realise sur un substrat semi-conducteur 1 
des jonctions photo-voltaTques 2, de type N/P ou 
P/N, representees symboliquementsur la figure 
la par des pointiles. 

Sur la figure 1a, on a represents des diodes du 55 
type mesa. 

On fait croltre un oxyde par oxydation 
anodique sur toute la surface du substrat - voir 
figure 1b. Cette premiere couche d' oxyde porte la 
reference 3. Son epaisseur est d'environ 10 d 60 . 60 
nm (100 a 600 A). La croissance de I'oxyde 
anodique se fait, par exemple, par electrolyse. 
Dans le cas d'un substrat semi-conducteur en 
atimoniure d'indium, on peut par exemple 
plonger le substrat dans une solution de potasse 65 



dont il constitue I'anode, alors que comme 
cathode, on utilise par exemple un fil de platine. 
L' oxyde obtenue est riche en oxydes d'indium. II 
faut remarquer que I'analyse du produit obtenu 
revele que le depot d'oxyde a ete effectue par 
oxydation anodique. En particulier, I'oxyde 
d'indium depose par evaporation est conducteur 
alors que I'oxyde d'indium anodique est un tres 
bon dielectrique. 

On depose ensuite sur la premiere couche 
d'oxyde anodique 3 une deuxieme couche 4 
opaque au rayonnement d detecter - voir figure 
1c. 

Dans le cas d'un rayonnement visible cette 
deuxieme couche n'est pas obligatoirement 
metallique. Un corps tel que le pentaseleniure 
d 'arsenic, As 2 Se 5 est opaque au rayonnement 
visible. 

Dans le cas d'un rayonnement infra-rouge, il 
faut que la deuxieme couche soit metallique, elle 
peut etre par exemple en or ou en aluminium. 

En fait, on a constate que le depot d'une 
couche d'or sur la couche d'oxyde anodique n'est 
pas entierement satisfaisant car I'or "n'accroche" 
pas tres bien sur I'oxyde. On peut utiliser une 
deuxieme couche 4, constitute par la 
superposition d'au moins une premiere et une 
deuxieme couches metalliques elementaires. La 
premiere couche metalilque elementaire est 
constitute d'un metal assurant un bon contact un 
bon "accrochage", avec la couche d'oxyde 
anodique et avec la deuxieme couche metallique 
elementaire. On peut utiliser un metal de la 
famille du chrome, du titane, du nickel ou du 
molybdene... par exemple. Ces metaux sont 
trasparents a i'infrarouge, ce qui justif ie 
('utilisation d'une deuxieme couche elementaire 
en or, ou en aluminium par exemple, si I'on veut 
detecter un rayonnement infra -rouge. 

La deuxieme couche 4 opaque au rayonnement 
a detecter peut etre constitute par la 
superposition de plusieurs couches elementaires. 

Cette deuxieme couche 4 est gravee par photo- 
lithogravure par exemple, pour ne recouvrir que 
les zones que Ton souhaite rend re opaques au 
rayonnement d detecter. 

On voit sur la figure 1 c le resultat de cette 
gravure. 

On peut ne laisser subsister la couche 4 
qu'entre les detecteurs. On peut aussi la laisser 
s'etendre sur une partie des detecteurs. 

Cette deuxieme couche a une epaisseur 
d'environ 100 a 600 nm (1000 d 6000 A) par 
exemple, Elle peut etre deposee par exemple par 
evaporation sous vide ou pulverisation 
cathodique. 

Sur cette deuxieme couche 4 ( on depose une 
troisieme couche 5 - voir figure Id - en materiau 
dielectrique, qui recouvre toute la surface. II peut 
s'agir d'un isolat organique ou non, par exemple 
de la resine photosensible negative ou du 
monoxyde de silicium. Si 0. 

Cette derniere couche peut etre deposee par 
exemple par evaporation sous vide, pulverisation 
cathodique, depot ionique, induction au trempe. 
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centrifugation... 

Son epaisseur peut etre par exempte de I'ordre 
duum 

Sur la figure 1e, on montre que Ton peut 
realiser des connexions metallques 6 en contact 
avec les jonctions 2 par des fenetres traversat les 
premiere, et troisieme couches. Ces connexions 6 
sont dispostes sur la troisi&me couche 5. On peut 
utiliser des connexions en metal opaque au 
rayonnement a detecter et qui modifient done la 
geometric des zones photosensibles. 

Les figures 2a a e ne different des figures 1a a 
e que parce qu'elles montrent des diodes a 
structure planar. 

II est bien entendu que I'invention s'applique 
quelle que soit la structure planar ou mesa des 
detecteurs. 



Revendications 

1. Dispositif photosensible comportant des 
detecteurs integr6s dans un meme substrat semi- 
conducteur (1), avec entre les detecteurs, des 
zones opaques au rayonnement a detecter, 
caracterise en ce que la surface du substrat est 
recouverte des trois couches suivantes; 

- une premiere couche (3) d'oxyde anodique 
qui recouvre toute la surface du substrat; 

- une deuxieme couche (4), constitute par au 
moins une c ouche de m6tal opaque au 

— ^yofiiiemenf a detecter, qui ne recouvre que 
lesdites zones opaques au rayonnement; 

- une troisieme couche (5) en materiau 
dieiectrique recouvrant toute la surface. 

2. Dispositif selon la revendication 1 caracterise 
en ce que le metal opaque au rayonnement a 
detecter est de I'or ou de I'aluminium. 

3. Dispositif selon Tune des revendications 1 ou 
2, caracterisee en ce que la deuxieme couche (4) 
est constitute par la superposition d'au moins 
une premiere et une deuxieme couches 
metalliques eiementaires, la premiere couche 
elementaire en metal assurant un bon contact 
(Tune part avec I'oxyde anodique et d 'autre part 
avec la deuxieme couche elementaire, en metal 
opaque au rayonnement a detecter. 

4. Dispositif selon la revendication 3 caracterise 
en ce que le metal assurant un bon contact est de 
la famille du chrome, du titane, du nickel ou du 
molybdene. 

5. Dispositif selon Tune des revendication 1 a 4, 
caracterise en ce que la troisieme couche (5) est 
en resine photosensible negative ou en 
monoxyde de silicium. 

6. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 

5, caracterise en ce que le substrat semi- 
conducteur (1) est un materiau sensible a I'infra- 
rouge tel que I'atimoniure d'indium, ou le 
tellurure de plomb et detain, ou est constitu6 
d'un compose des groupes III et V tel que 
I'arseniure de gallium ou le phosphure d'indium. 

7. Dispositif selon I'une des revendications t a 

6, caracterise en ce que la couche d'oxyde 



anodique (3) a une epasseur d'environ 10 a 60 nm, 
la deuxieme couche (4) a une dpaisseur d'environ 
100 a 600 nm et la trosieme couche (5) a une 
epasseur de I'ordre du micrometre. 
5 8. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 

7, caracterise en ce qu'il comporte des 
connexions metalliques (6) en contact avec le 
substrat par une fenetre realises a travers la 
premiere, et la troisieme couches, situees sur la 

10 troisieme couche (5) et opaques au rayonnement 
a detecter. 

9. Procede de fabrication d'un dispositif 
photosensible selon I'une des revendications 1 a 

8, caracterise en ce qu'il comporte les etapes 
15 suivantes: 

a) on realise des jonctions (2) dans le substrat 
semi-conducteur (1); 

b) on fait croTtre un oxyde (3) a la surface du 
substrat par oxydatton anodique; 

20 c) on depose au moins une couche metailique 

(4) opaque au rayonnement a detecter; 
d) on grave cette couche parqu'elle ne 

recouvre que lesdites zones opaques au 

rayonnement a detecter; 
25 e) on depose une couche de materiau 

dieiectrique (5) sur toute a surface, 

10. Procede selon la revendication 9, caracterse 
en ce que le depot (4) de I'etape c est realise par 
evaporation sous vide ou pulversation 

30 cathodique. 

11. Procede selon I'une des revendications 9 ou 
10 caracterse en ce que lors de I'etape c on 
depose au moins une premiere et une deuxieme 
couches metalliques eiementaires, la premiere 

35 couche elementaire etant en metal assurant un 
bon contact d'une part avec I'oxyde anodique et 
d'autre part avec la deuxieme couche 
elementaire, en metal opaque au rayonnement a 
detecter. 

40 12. Procede selon I'une des revendications 9 a 
11, caracterise en ce que lors de I'etape d, la 
couche metailique (4) est gravee par photo- 
lithogravure. 
13. Procede selon I'une des revendications 9 a 

45 12, caracterse en ce que le d6pot de I'etape (e)* 
est realise par evaporation sous vide, 
pulversation cathodique, depot ionique, 
enduction au trempe ou centrifugation. 

50 

Patentanspruche 

1. Lichtempfindliche Vorrichtung mit 
55 Detektoren, die in ein gemeinsames 

Halbleitersubstrat (1) integriert sind, wobei 
zwischen den Detektoren fur die zu erfassende 
Strahlung undurchlassige Zonen liegen, dadurch 
gekennzeichnet, da& die Oberflache des 
60 Substrats mit den drei folgenden Schichten 
bedeckt 1st, namlich 

- einer ersten anodisches Oxidschicht (3), die 
die ganze Oberflache des Substrats bedeckt, 

- einer zweiten Schicht (4), die aus mindestens 
65 einer fur die zu erfassende Strahlung 
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undurchlassigen Metallschicht besteht und nur 
die fur die Strahlung undurchlassigen Zonen 
bedeckt, 

- einer drftten Schicht (5) aus einem 
dielektrischen Material, die die ganze Oberfldche 5 
bedeckt 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB das fur die zu erfassende 
Strahlung undurchlassige Metal I Gold oder 
Aluminium ist 10 

3. Vorrichtung nach einem der Anspruch e 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, da 6 die zweite 
Schicht (4) durch Uberlagerung mindestens einer 
ersten und einer zweiten elementaren 
Metallschicht gebildet wird, wobei die erste 15 
Etementarschicht aus M eta II einen guten Kontakt 
einerseits mit dem anodischen Oxid und 
andererseits mit der zweiten Elementarschicht 

aus einem fur die zu erfassende Strahlung 
undurchlassigen Metall sichert. 20 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daB das Metall, das einen guten 
Kontakt sichert, aus der Gruppe ausgewahlt wird, 
die Chrom, Titan, Nickel und Molybdan enthalt. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 25 

4, dadurch gekennzeichnet, daB die dritte Schicht 
(5) aus einem negativen lichtempfindlichen Harz 
oder einem Siliziummonoxid besteht. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daB das halbleitende 30 
Substrat (1) ein fur Infrarotlicht empfindliches 
Material wie z. B. Indiumantimonid oder 

Bleitellurid oder Zinntellurid ist oder aus einer 
Verbindung der Gruppen III und V wie z. B. 
Galliumarsenid oder Indiumphosphid besteht. 35 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB die anodische 
Oxidschicht (3) eine Dicke von zwischen 10 und 
60 nm besitzt, die zweite Schicht (4) eine Dicke 

von zwischen 100 und 600 nm und die dritte 40 
Schicht (5) eine Dicke in der GrdBenordnung 
eines Mikro meters besitzt. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB sie metallische 
Anschlusse (6) aufweist. die mit dem Substrat 45 
uber ein durch die erste Schicht und die dritte 
Schicht hindurchreichendes Fenster in Kontakt 
stehen, auf der dritten Schicht (5) angeordnet 

sind und fur die zu erfassende Strahlung 

undurchlassig sind. 50 

9. Verfahren zur Herstellung einer 
lichtempfindlichen Vorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB 
es folgende Verfahrensschritte aufweist: 

a) es werden Verbindungszonen (2) in dem 55 
halbleitenden Material (1) hergestellt; 

b) man laBt ein Oxid (3) auf der Oberflache des 
Substrats durch anodische Oxidation wachsen; 

c) man bringt mindestens eine Metallschicht (4) 

auf, die fur die zu erfassende Strahlung 60 
undurchlassig ist; 

d) diese Schicht wird so graviert, daB sie nur 
die fur die zu erfassende Strahlung 
undurchlassigen Zonen abdeckt; 

e) man bringt eine Schicht aus dielektrischem 65 



Material (5) auf die ganze Oberflache auf. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schicht (4) des 
Verfahrensschritts c durch Verdampfung im 
Vakuum oder Kathodenzerstaubung aufgebracht 
wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend 
des Verfahrensschritts c mindestens eine erste 
und zweite elementare Metallschicht aufgebracht 
werden, wobei die erste Elementarschicht aus 
einem Metall ist, das einen guten Kontakt 
einerseits mit dem anodischen Oxid und 
andererseits mit der zweiten Elementarschicht 
sichert, die aus einem fur die zu erfassende 
Strahlung undurchlassigen Metall besteht. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, daB wahrend des 
Verfahrensschritts d die Metallschicht (4) durch 
Foto-Lithogravur graviert wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 

12, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht des 
Verfahrensschritts (e) durch Verdampfung im 
Vakuum, Kathodenzerstaubung, 
lonenabscheidung, Tranken durch Eintauchen 
oder Zentrifugieren hergestellt wird. 



Claims 

1. A photosensitive device comprising 
detectors which are integrated in a common 
semiconducting substrate (1), with zones 
between the detectors which are opaque to the 
radiation to be detected, characterized in that the 
surface of the substrate is coated with the three 
following layers: 

- a first layer (3) of an anodic oxide which 
covers the entire substrate surface; 

- a second layer (4) constituted by at least one 
metal layer which is opaque to the radiation to be 
detected and which covers only said zones which 
are opaque to the radiation; 

- a third layer (5) made of a dielectric material 
and covering the entire surface. 

2. A device according to claim 1, characterized 
in that the metal which is opaque to the 
radiatioon to be detected is gold or aluminium. 

3. A device according to one of claims 1 or 2, 
characterized in that the second layer (4) is 
constituted by the superposition of at least a first 
and a second elementary metal layer, the first 
elementary metal layer ensuring a good contact 
on the one hand with the anodic oxide and on the 
other hand with the second elementary layer 
made of a metal which is opaque to the radiation 
to be detected. 

4. A device according to claim 3, characterized 
in that the metal ensuring a good contact is 
chosen from the group consisting of chromium, 
titanium, nickel or molybdenium. 

5. A device according to one of claims 1 to 4, 
characterized in that the third layer (5) is made of 
a negative photosensitive resin or from a silicium 
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monoxide. 

6. A device according to one of claims 1 to 5, 
characterized in that the semiconducting 
substrate (1) is a material which is sensitive to the 
infrared light, such as indium antimonide or lead 
telluride or tin telluride or is constituted by a 
compound of the groups III and V such as gallium 
arsenide or indium phosphide. 

7. A device according to one of claims 1 to 6, 
characterized in that the layer of anodic oxide (3) 
has a thickness of between 10 and 60 nm, that the 
second layer (4) has a thickness of between 100 
and 600 nm and that the third layer (5) has a 
thickness of about one micrometer. 

8. A device according to one of claims 1 to 7, 
characterized in that it comprises metal 
connections (6) in contact with the substrate 
through a window realized through the first and 
the third layers, these connections being located 
on the third layer (5) and being opaque to the 
radiation to be detected. 

9. A method for manufacturing a 
photosensitive device according to one of claims 
1 to 8, characterized in that it comprises the 
following steps: 

a) junctions (2) are realized in the 
semiconducting substrate (1); 

b) an oxide (3) is made to grow on the 
substrate surface by anodic oxidation; 

c) at least one metal layer (4) which is opaque 
to the radiation to be detected is deposited; 

d) this layer is engraved such that it only covers 
said zones which are opaque to the radiation to 
be detected; 

- e) a layer of dielectric material (5) is 
deposited on the entire surface. 

10. A method according to claim 9, 
characterized in that the layer (4) of the step c is 
realized by evaporation under vacuum or by 
cathode pulverisation. 

1 1. A method according to one of claims 9 or 

10, characterized in that during the step c, at 
least a first and a second elementary metal layer 
are deposited, the first elementary layer being 
made of a metal which ensures a good contact 
on the one hand with the anodic oxide and on the 
other hand with the second elementary layer, the 
latter being of a metal which is opaque to the 
radiation to be detected. 

12. A method according to one of claims 9 to 

11, characterized in that during the step d, the 
metal layer (4) is engraved by a photo-litho- 
engraving method. 

13. A method according to one of claims 9 to 

12, characterized in that the layer of step (e) is 
realized by evaporation under vacuum, cathode 
pulverisation, ion deposition, dipping or 
centrifugation. 
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